Parametros de Pequenos Sinais no Modelo SPICE Simplificado

Capacitancias parasitas
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Css —> Capacitancia de gate para source
Csp —> Capacitancia de gate para dreno
Csg —> Capacitancia de gate para substrato

Cgs —> Capacitancia de source para substrato

Cgp —> Capacitancia de dreno para substrato

Cgy —> Capacitancia de pogo para substrato P



Capacitancias de overlap

As capacitancias de overlap existem por causa da sobreposicido da placa de
gate com as difusées de dreno e source. Estas capacitancias se somam as
intrinsecas das jungdes. Os valores s&o dados pelas constantes Cggp € Cppo
que representam as capacitancias por unidade de comprimento, e os valores

absolutos sao dados pelo produto destas constantes pela largura W do
MOSFET.
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Como medir os capacitores
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Capacitancias na regido de corte
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Cspo € a capacitancia de sobreposi¢ao gate-dreno por largura de canal

Csso € a capacitancia de sobreposicéo gate-fonte por largura de canal.
Cg, e Cp, séo as capacitancias das jungoes gate-substrato e dreno-substrato.

C., € a capacitancia de gate por unidade de area.

Os capacitores Cgs, Cgp € Cpgy, S&0 capacitancias de deplecdo, juncido polarizada
reversamente, e dependem da polarizagao reversa da juncao e de sua geometria.



Capacitancias na regido de inverséo fraca

INVERSAO FRACA
Ceop = Copol
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Cspo € a capacitancia de sobreposi¢ao gate-dreno por largura de canal

Csso € a capacitancia de sobreposicéo gate-fonte por largura de canal.

Cg, e Cp, séo as capacitancias das jungoes gate-substrato e dreno-substrato.
C., € a capacitancia de gate por unidade de area.

Os capacitores Cgs, Cgp € Cpy, S&0 capacitancias de deplecdo, juncédo polarizada
reversamente, e dependem da polarizagao reversa da juncao e de sua geometria.



Capacitancias na regido de inverséo forte em triodo
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Cspo € a capacitancia de sobreposi¢ao gate-dreno por largura de canal

Cgsso € a capacitancia de sobreposigao gate-fonte por largura de canal.

Cg, e Cp, séo as capacitancias das jungbes gate-substrato e dreno-substrato.
C.x € a capacitancia de gate por unidade de area.

Os capacitores Cgg, Cgp € Cpg,, S0 capacitdncias de deplecdo, jungdo polarizada
reversamente, e dependem da polarizagao reversa da jungao e de sua geometria.



Capacitancias na regido de inverséo forte em saturacéo
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Cspo € a capacitancia de sobreposi¢ao gate-dreno por largura de canal

Csso € a capacitancia de sobreposicédo gate-fonte por largura de canal.
Cg, e Cp, séo as capacitancias das jungoes gate-substrato e dreno-substrato.

C., € a capacitancia de gate por unidade de area.

Os capacitores Cgg, Cgp € Cpg,, S&0 capacitédncias de deplegdo, jungdo polarizada
reversamente, e dependem da polarizagao reversa da jungao e de sua geometria.



Equacébes dos capacitores em funcéo da regido de operacdo
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Na inversdo forte e em triodo, V,, =V,

Capo € a capacitancia de sobreposicdo gate-dreno por largura de canal.

Caso € a capacitancia de sobreposi¢ao gate-fonte por largura de canal.

Css e Cpy sdo as capacitancias das jungdes gate-substrato e dreno-substrato.

C _ ¢é a capacitincia de gate por unidade de éarea.
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Grafico das capacitancias em fungéo da polarizacdo
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Conexoées dos transistores NMOS e PMOS
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Transcondutancias de pequenos sinais
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Transcondutancias de Pequenos Sinais na Regido de Inversdo Forte e em Triodo
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Transcondutancias de Pequenos Sinais na Regido de Inversdo Forte e em Triodo

Parametro NMOS PMOS
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Transcondutancias de Pequenos Sinais na Regido de Inversdo Forte e em Saturagcdo
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Transcondutancias de Pequenos Sinais na Regido de Inversdo Forte e em Saturagcdo

Parametro NMOS PMOS
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Transcondutancias de Pequenos Sinais na Regido de Inversdo Fraca e em Saturagdo
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Transcondutancias de Pequenos Sinais na Regido de Inversdo Fraca e em Saturagdo
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